






















こで本研究では、SiC 単結晶のポリタイプ制御に向けて、窒素濃度の異なる 4H-SiC 単結晶
について、(000−1)面ファセット端部のステップモフォロジーを調査した。 






窒素濃度試料においても、規則正しく整列した直線状の Si-C 二分子層ステップ（高さ：0.5 
nm）が観測された。即ち、(000−1)面ファセット端部では、ポリタイプの不安定化の原因と
なるような、ステップの蛇行や二次元核の形成は観測されなかった。その一方で、ステップ















図 1. AFM によるステップモフォロジー観察結果。窒素濃度：(a) 5×1018 cm−3、(b) 5×1019 
cm−3。(c)ステップ密度アンジュレーションの模式図。 
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